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(57)【要約】
【課題】  イオン性残像の発生を抑制する。
【解決手段】  液晶を介して対向配置される各基板と、
一方の基板の液晶側の面の各画素領域に形成された画素
電極とこの画素電極との間に電界を発生させる対向電極
と、各基板の液晶側の面に該液晶と接触して配置される
配向膜と、を備え、前記液晶はその誘電率異方性が正あ
るいは負であるとともに、前記配向膜はその材料にイオ
ン性不純物を捕捉するジアミン構造が含まれている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶を介して対向配置される各基板と、
一方の基板の液晶側の面の各画素領域に形成された画素
電極とこの画素電極との間に電界を発生させる対向電極
と、
各基板の液晶側の面に該液晶と接触して配置される配向
膜と、を備え、
前記液晶はその誘電率異方性が正あるいは負であるとと
もに、
前記配向膜はその材料にイオン性不純物を捕捉するジア
ミン構造が含まれることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記配向膜は一軸伸延性を有することを
特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  画素電極と対向電極は絶縁膜を介した異*
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*なる層として形成されるとともに、該画素電極と対向電
極のうち一方は光透光性の導電層で形成されていること
を特徴とする請求項１、２のうちいずれかに記載の液晶
表示装置。
【請求項４】  光透光性の導電層はインジウム－チン－
オキサイド（ＩＴＯ）であることを特徴とする請求項３
に記載の液晶表示装置。
【請求項５】  光透光性の導電層はインジウム－ジンク
－オキサイド（ＩＺＯ）であることを特徴とする請求項
３に記載の液晶表示装置。
【請求項６】  ジアミン構造は次式（１）に示す化学式
で表せることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装
置。
【化１】

【請求項７】  ジアミン構造は次式（２）に示す化学式
で表せることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装*

*置。
【化２】

【請求項８】  ジアミン構造は次式（３）に示す化学式
で表せることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装
置。
【化３】

【請求項９】  ジアミン構造は次式（４）に示す化学式
で表せることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装
置。
【化４】

【請求項１０】  光透光性の導電層からなる一方の電極
は絶縁膜の下層に形成され、他方の電極は該絶縁膜の上
層に形成されているとともに該一方の電極と重なって一
方向に延在され該一方向と交差する方向に並設されてい
ることを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】  ＡＣ残像が８％以下であることを特徴
とする請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】  画素の２分点灯後のイオン性残像が観
察されないことを特徴とする請求項１ないし１１のうち
いずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１３】  液晶の比抵抗が１．０×１０10Ω・ｃ
ｍ以上５．０×１０13Ω・ｃｍ以下であることを特徴と
する請求項１に記載の液晶表示装置。

【請求項１４】  配向膜はその膜厚が４０ｎｍ～３００
ｎｍであることを特徴とする請求項１、２のうちいずれ
かに記載の液晶表示装置。
【請求項１５】  絶縁膜はその膜厚が１００ｎｍ～４μ
ｍであることを特徴とする請求項１、３、１０のうちい
ずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１６】  液晶はそれにジフッ素ベンゼン構造を
分子内に有する液晶分子が含有されていることを特徴と
する請求項１、１３のうちいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項１７】  液晶はそれにジシアノベンゼン構造を
分子内に有する液晶分子が含有されていることを特徴と
する請求項１、１３のうちいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項１８】  液晶はそれにジフッ素ベンゼン構造を
分子内に有する液晶分子およびジシアノベンゼン構造を
分子内に有する液晶分子が含有されていることを特徴と
する請求項１、１３のうちいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項１９】  液晶はそれにモノシアノシクロヘキサ
ン構造を分子内に有する液晶分子が含有されていること
を特徴とする請求項１、１３のうちいずれかに記載の液
晶表示装置。
【請求項２０】  液晶はそれにモノシアノシクロヘキサ
ン構造を分子内に有する液晶分子およびジフッ素ベンゼ
ン構造を分子内に有する液晶分子が含有されていること
を特徴とする請求項１、１３のうちいずれかに記載の液
晶表示装置。
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【請求項２１】  イオン性残像強度が３以下であること
を特徴とする請求項１ないし２０のうちいずれか記載の
液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に、その配向膜の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】たとえばアクテブ・マトリクス型の液晶
表示装置は、液晶を介して対向配置される各透明基板の
うち一方の透明基板の液晶側の面には、そのｘ方向に延
在しｙ方向に並設されるゲート信号線とｙ方向に延在し
ｘ方向に並設されるドレイン信号線とが形成され、これ
ら各信号線に囲まれた領域を画素領域としている。各画
素領域には、片側のゲート信号線からの走査信号によっ
て作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子
を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給さ
れる画素電極とを備え、この画素電極は対向電極との間
に液晶を介して電界を発生させるようになっている。そ
して、該対向電極は該画素電極が形成された透明基板側
に形成され、透明基板とほぼ平行な成分を有する電界に
よって該液晶の光透過率を制御するものが知られている
（いわゆる横電界型と称される）。このような液晶表示
装置はその液晶表示面に対して広視野角で映像を観察で
きるという効果を奏する。さらに、画素電極と対向電極
のうち一方の電極を絶縁膜の下層に形成するとともに透
光性の導電層で形成し、他方の電極を該絶縁膜の上層に
形成するとともに前記一方の電極に重ねて一方向に延在
し該一方向と交差する方向に並設させたパターンの電極
で構成するものが知られている。このような液晶表示装
置は画素の開口率を向上させることができる効果を奏す
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このように構
成された液晶表示装置は、電極の近傍に電荷が残存して
残像が生じ易いという不都合を有する。この電荷の残存
には種々の原因が考えられるが、いわゆるイオン性残像
と称されるものがある。液晶表示装置を駆動した際に、
液晶に内在するイオン成分（有機イオン、無機イオン）
が部分的に電荷の偏りが生じ、これが残像の原因となる
ものである。このようなイオン性残像は、たとえば液晶
表示面に白黒パターンを映像させた場合に数分のレベル
で焼き付けが生じ、画像を切り替えても前の画像が残っ
てしまう現象を引き起こす。本発明は、このような事情
に基づいてなされたもので、イオン性残像の発生を抑制
できる液晶表示装置を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明において開示され
る発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれ
ば、以下のとおりである。本発明による液晶表示装置
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は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板と、
一方の基板の液晶側の面の各画素領域に形成された画素
電極とこの画素電極との間に電界を発生させる対向電極
と、各基板の液晶側の面に該液晶と接触して配置される
配向膜とを備え、前記液晶はその誘電率異方性が正ある
いは負であるとともに、前記配向膜はその材料にイオン
性不純物を捕捉するジアミン構造が含まれることを特徴
とするものである。このように構成された液晶表示装置
は、その配向膜がイオン性不純物を吸着（トラップ）す
る性質を有し、これにより該イオン性不純物による残像
の発生を大幅に抑制できることが確認された。
【０００５】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例を図面を用いて説明をする。
《等価回路》図２は本発明による液晶表示装置の一実施
例を示す等価回路図である。同図は回路図であるが、実
際の幾何学的配置に対応して描かれている。同図におい
て、透明基板ＳＵＢ１があり、この透明基板ＳＵＢ１は
液晶を介して他の透明基板ＳＵＢ２と対向して配置され
ている。
【０００６】前記透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、
図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲート信号線Ｇ
Ｌと、このゲート信号線ＧＬと絶縁されてｙ方向に延在
しｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬとが形成さ
れ、これら各信号線で囲まれる矩形状の領域が画素領域
となり、これら各画素領域の集合によって表示部ＡＲを
構成するようになっている。
【０００７】各画素領域には、一方のゲート信号線ＧＬ
からの走査信号（電圧）の供給によって駆動される薄膜
トランジスタＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを
介して一方のドレイン信号線ＤＬからの映像信号（電
圧）が供給される画素電極ＰＸが形成されている。
【０００８】また、画素電極ＰＸと前記一方のゲート信
号線ＧＬと隣接する他方のゲート信号線ＧＬとの間には
容量素子Ｃｓｔｇが形成され、この容量素子Ｃｓｔｇに
よって、前記薄膜トランジスタＴＦＴがオフした際に、
画素電極ＰＸに供給された映像信号を長く蓄積させるよ
うになっている。
【０００９】各画素領域における画素電極ＰＸは、該一
方の透明基板ＳＵＢ１側に形成された対向電極ＣＴとの
間に電界を発生せしめるようになっており、この電界の
うち該一方の透明基板ＳＵＢ１とほぼ平行な成分を有す
る電界によって各電極の間の液晶の光透過率を制御する
ようになっている。
【００１０】ｘ方向に並設された各画素領域群における
対向電極ＣＴはそれぞれ対向電圧信号線ＣＬによって共
通接続され、これら各画素領域群の対向電圧信号線ＣＬ
には端子ＣＴＭから映像信号に対して基準となる基準信
号が供給されるようになっている。
【００１１】各ゲート信号線ＧＬの一端は透明基板の一
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辺側（図中左側）に延在され、その延在部は該透明基板
ＳＵＢ１に搭載される垂直走査回路からなる半導体集積
回路ＧＤＲＣのバンプと接続される端子部ＧＴＭが形成
され、また、各ドレイン信号線ＤＬの一端も透明基板Ｓ
ＵＢ１の一辺側（図中上側）に延在され、その延在部は
該透明基板ＳＵＢ１に搭載される映像信号駆動回路から
なる半導体集積回路ＤＤＲＣのバンプと接続される端子
部ＤＴＭが形成されている。
【００１２】半導体集積回路ＧＤＲＣ、ＤＤＲＣはそれ
ぞれ、それ自体が透明基板ＳＵＢ１上に完全に搭載され
たもので、いわゆるＣＯＧ（チップオングラス）方式と
称されている。
【００１３】半導体集積回路ＧＤＲＣ、ＤＤＲＣの入力
側の各バンプも透明基板ＳＵＢ１に形成された端子部Ｇ
ＴＭ２、ＤＴＭ２にそれぞれ接続されるようになってお
り、これら各端子部ＧＴＭ２、ＤＴＭ２は各配線層を介
して透明基板ＳＵＢ１の周辺のうち最も端面に近い部分
にそれぞれ配置された端子部ＧＴＭ３、ＤＴＭ３に接続
されるようになっている。
【００１４】前記透明基板ＳＵＢ２は、前記半導体集積
回路が搭載される領域を回避するようにして透明基板Ｓ
ＵＢ１と対向配置され、該透明基板ＳＵＢ１よりも小さ
な面積となっている。
【００１５】そして、透明基板ＳＵＢ１に対する透明基
板ＳＵＢ２の固定は、該透明基板ＳＵＢ２の周辺に形成
されたシール材ＳＬによってなされ、このシール材ＳＬ
は透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２の間の液晶を封止する機
能も兼ねている。
【００１６】なお、上述した説明では、ＣＯＧ方式を用
いた液晶表示装置について説明したものであるが、本発
明はＴＣＰ方式のものであっても適用できる。ここで、
ＴＣＰ方式とは、半導体集積回路がテープキャリア方式
によって形成されたもので、その出力端子が透明基板Ｓ
ＵＢ１に形成された端子部に接続され、入力端子が該透
明基板ＳＵＢ１に近接して配置されるプリント基板上の
端子部に接続されるようなっている。
【００１７】《画素の構成》図３は、隣接する一対のゲ
ート信号線ＧＬと隣接する一対のドレイン信号線ＤＬと
で囲まれた一つの画素領域の平面図を示し、前記ゲート
信号線ＧＬに接続される端子部ＧＴＭ、前記ドレイン信
号線ＤＬに接続される端子部ＤＴＭ等をも併せ示してい
る。また、図３のＩ－Ｉ線における断面図を図１に、IV
－IV線における断面図を図４に、Ｖ－Ｖ線における断面
図を図５に示している。
【００１８】図３において、透明基板ＳＵＢ１の液晶側
の面に図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲート信
号線ＧＬが形成されている。このゲート信号線ＧＬはた
とえば２層構造からなり、ＩＴＯ（Indium-Tin-Oxide）
膜を下層としモリブデン（Mo）膜を上層としている。
【００１９】ゲート信号線ＧＬは後述のドレイン信号線
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ＤＬとともに矩形状の領域を囲むようになっており、こ
の領域を画素領域として構成するようになっている。ま
た、ゲート信号線ＧＬはその一部において画素領域側に
突出した延在部を有し、この延在部は後述の薄膜トラン
ジスタＴＦＴのゲート電極としての機能を有するように
なっている。
【００２０】そして、前記画素領域にはその周辺部を除
いた大部分の領域にＩＴＯ膜からなる対向電極ＣＴが形
成され、この対向電極ＣＴの上面にはそのほぼ中央を前
記ゲート信号線ＧＬとほぼ平行に走行する対向電圧信号
線ＣＬが重畳されて形成されている。この対向電圧信号
線ＣＬはたとえばモリブデン膜から構成されている。
【００２１】たとえば、この実施例ではゲート信号線Ｇ
Ｌと対向電極ＣＴおよび対向電圧信号線ＣＬは、透明基
板ＳＵＢ１面に形成されたＩＴＯ膜とモリブデン膜との
順次積層体をフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッ
チング法によるパターンニングによって形成されるよう
になっている。
【００２２】このように形成された透明基板ＳＵＢ１の
上面には、前記ゲート信号線ＧＬ、対向電極ＣＴおよび
対向電圧信号線ＣＬをも被ってたとえばＳｉＮからなる
絶縁膜ＧＩが膜厚１００ｎｍ～４μｍの範囲で形成され
ている。
【００２３】この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号線
ＤＬに対してはゲート信号線ＧＬおよび対向電圧信号線
ＣＬとの層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トラン
ジスタＴＦＴに対してはそのゲート絶縁膜としての機能
を、後述の容量素子Ｃｓｔｇに対してはその誘電体膜と
しての機能を有する。
【００２４】この絶縁膜ＧＩの上面には、前記ゲート信
号線ＧＬの画素領域側への突出部を横切るようにしてた
とえばアモルファスＳｉ（ａ－Ｓｉ）からなる半導体層
ＡＳが形成されている。
【００２５】この半導体層ＡＳは薄膜トランジスタＴＦ
Ｔの半導体層となるもので、この上面にドレイン電極Ｓ
Ｄ１およびソース電極ＳＤ２を形成することにより、前
記ゲート信号線ＧＬの突出部をゲート電極とする逆スタ
ガ構造のＭＩＳ型トランジスタが構成される。
【００２６】なお、この半導体層ＡＳは該薄膜トランジ
スタＴＦＴの形成領域ばかりでなく後述するドレイン信
号線ＤＬの形成領域にまでおよんで一体的に形成されて
いる。ドレイン信号線ＤＬのゲート信号線ＧＬ等に対す
る層間絶縁をより強化する等のためである。半導体層Ａ
Ｓ上のドレイン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２はド
レイン信号線ＤＬの形成と同時に形成されるようになっ
ている。
【００２７】すなわち、前記絶縁膜ＧＩの上面には図中
ｙ方向に延在しｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬ
（その下層には半導体層ＡＳが存在する）が形成され、
その一部が薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域の半導体
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7
層ＡＳの上面にまで延在されてドレイン電極ＳＤ１が形
成されている。また、このドレイン電極ＳＤ１に対して
薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル長に相当する間隔だ
け離間されてソース電極ＳＤ２が形成されている。
【００２８】このソース電極ＳＤ２は薄膜トランジスタ
ＴＦＴの半導体層ＡＳ上から画素領域側へ延在して形成
され、この延在部は後述の画素電極ＰＸとの接続部とし
て形成されている。ここで、ドレイン信号線ＤＬ、ドレ
イン電極ＳＤ１、およびソース電極ＳＤ２はたとえばモ
リブデン層によって構成されている。
【００２９】なお、前記半導体層ＡＳの表面のうちドレ
イン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２が形成された界
面には、不純物がドープされた高濃度層ｄ

0
が形成され

ている（図４参照）。この場合の高濃度層ｄ
0
は薄膜ト

ランジスタＴＦＴのコンタクト層としての機能を有す
る。これにともない、ドレイン信号線ＤＬの下層に形成
される半導体層ＡＳの界面においても高濃度層ｄ

0
が形

成されている（図１参照）。
【００３０】そして、絶縁膜ＧＩ上における画素領域内
にはその周辺（薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域も含
む）を除く中央部にはたとえばＩＴＯ膜からなる画素電
極ＰＸが形成されている。
【００３１】この画素電極ＰＸは前記対向電極ＣＴに重
なるようにして、たとえばこの実施例の場合、ｙ方向に
延在する帯状の電極がｘ方向に複数並設されてなり、そ
れらの各一端は互いに共通接続されたいわゆる櫛歯状の
パターンをなしている。そして、前記共通接続部が延在
されて薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ２に重
畳されてそれらの電気的接続が図れている。
【００３２】このように形成された透明基板ＳＵＢ１の
表面にはたとえばＳｉＮからなる保護膜ＰＳＶが形成さ
れている。この保護膜ＰＳＶは薄膜トランジスタＴＦＴ
の液晶との直接の接触を回避させるため等に設けられて
いる。
【００３３】そして、保護膜ＰＳＶ１の表面にはその表
示部ＡＲの全域を被って配向膜ＯＲＩが形成され（図１
参照）、この配向膜ＯＲＩに直接に接触する液晶ＬＣの
初期配向を決定するようになっている。
【００３４】透明基板ＳＵＢ２の液晶ＬＣ側の面は、各
画素領域を隣接する他の画素領域と画するようにしてブ
ラックマトリクスＢＭが形成され、このブラックマトリ
クスＢＭの各画素領域に形成された開口部には各画素に
対応した色のカラーフィルタＦＩＬが形成されている。
【００３５】そして、このように形成された透明基板Ｓ
ＵＢ２の表面にはその表示部ＡＲの全域を被って配向膜
ＯＲＩが形成され、この配向膜ＯＲＩに直接に接触する
液晶ＬＣの初期配向方向を決定するようになっている。
【００３６】なお、上述した液晶表示装置は、画素電極
ＰＸがｙ方向に延在しｘ方向に並設されたものとして形
成したが、ｘ方向に延在しｙ方向に並設されたものとし
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て形成してもよいことはもちろんである。
【００３７】そして、この場合、各画素電極ＰＸはその
長手方向にジグザグ状に形成し、画素領域内にて異なる
電界方向を有する領域を形成してもよい。いわゆるマル
チドメイン方式と称されるもので、表示部を異なる方向
から観察した場合に色調が変化するのを防止できる構成
とするものである。
【００３８】また、上述した液晶表示装置は下層のＩＴ
Ｏ膜を対向電極ＣＴ、上層のＩＴＯ膜を画素電極ＰＸと
したものであるが、下層のＩＴＯ膜を画素電極ＰＸ、上
層のＩＴＯ膜を対向電極ＣＴとなるように構成してもよ
いことはいうまでもない。
【００３９】また、上層に形成する櫛歯状の画素電極Ｐ
Ｘ（あるいは対向電極ＣＴ）はＩＴＯ膜に限定されるこ
とはなく、たとえば金属層のような非透光性の材料で形
成してもよいことはもちろんである。さらに、透光性の
材料としてＩＴＯ膜を用いたが、たとえばＩＺＯ（Indi
um-Zinc-Oxide）膜であってもよいことはいうまでもな
い。
【００４０】《液晶》前記液晶ＬＣは、その誘電率異方
性が正あるいは負であるとともに、比抵抗がたとえば
１．０×１０10Ω・ｃｍ以上５．０×１０13Ω・ｃｍ以
下となっている。また、液晶はそれにたとえばジフッ素
ベンゼン構造を分子内に有する液晶分子が含有されてい
る。この場合、液晶はそれにジシアノベンゼン構造を分
子内に有する液晶分子が含有されていてもよい。さら
に、液晶はそれにジフッ素ベンゼン構造を分子内に有す
る液晶分子およびジシアノベンゼン構造を分子内に有す
る液晶分子が含有されていてもよい。さらに、液晶はそ
れにモノシアノシクロヘキサン構造を分子内に有する液
晶分子が含有されていてもよい。さらに、液晶はそれに
モノシアノシクロヘキサン構造を分子内に有する液晶分
子およびジフッ素ベンゼン構造を分子内に有する液晶分
子が含有されていてもよい。このような組成の液晶は、
後述する配向膜ＯＲＩとの関係でイオン性の不純物を、
残像による表示の不都合が充分解消できる程度に、該配
向膜ＯＲＩに吸着させることができることが確認され
る。
【００４１】《配向膜》配向膜ＯＲＩはその膜厚が４０
ｎｍ～３００ｎｍで形成され、少なくとも透明基板ＳＵ
Ｂ１側に形成された配向膜ＯＲＩは一軸伸延性を有する
材料からなり、かつイオン性不純物を捕捉するジアミン
構造が含まれたものとなっている。ここで一軸伸延性を
有する材料を用いたのは、それがいわゆるＡＣ残像を防
止するのに多大な効果を奏するからである。このことか
ら、イオン性不純物による残像を解消する本発明の課題
のみを達成するためには必ずしも一軸伸延性を有しなく
てもよい。この配向膜は、それに前記ジアミン構造が含
まれていることによりイオン性不純物を吸着（トラッ
プ）する性質を有し、これにより該イオン性不純物によ
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る残像の発生を大幅に抑制できることが確認される。
【００４２】上述した構成の液晶表示装置にあって、図
６に示すように、櫛歯状のたとえば画素電極ＰＸのフリ
ンジでの電界強度が強く、この部分においてイオン性の
不純物が吹き溜りが生じ易いが、前記配向膜ＯＲＩによ
って該イオン性の不純物を充分に吸着させることができ
るようになり、該イオン性の不純物による残像の発生を*

10
*抑制できるようになる。
【００４３】ここで、前記ジアミン構造としては、たと
えば次式（１）あるいは（２）の化学式で示されるもの
がある。
【００４４】
【化１】

【００４５】 【化２】

【００４６】
【化３】

【００４７】
【化４】

【００４８】ここで、これらのジアミン構造を有するも
のは混合させて用いることもでき、たとえば上式（１）
あるいは／および上式（２）に示すもの、上式（３）あ
るいは／および上式（４）に示すものの混合の場合、前
者の割合が３０～７０％とすることによって、良好な結
果が得られる。
【００４９】このような配向膜ＯＲＩを用いることによ
り、ＡＣ残像が８％以下となるとともに、画素の２分点
灯後のイオン性残像が観察されないという効果を奏する
ようになる。この場合、たとえばプリチャード製輝度計
ＰＲ－９００を用いて、イオン性残像強度を観察した場
合、３以下あるいは２以下になることが確かめられる。
また、このような構成からなる配向膜ＯＲＩは透明基板

ＳＵＢ２側にも同様に形成してもよいことはいうまでも
ない。
【００５０】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、イオン性残像の発
生を抑制できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す断
面図で、図３のＩ－Ｉ線における断面図を示している。
【図２】本発明による液晶表示装置の一実施例の等価回
路を示す図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の画素の一実施例を
示す平面図である。
【図４】図３のIV－IV線における断面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線における断面図である。
【図６】残像の原因を引き起こす電極近傍の電界集中の
模様を示す説明図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…透明基板、ＧＬ…ゲート信号線、ＣＬ…対向電
圧信号線、ＣＴ…対向電極、ＧＩ…絶縁膜、ＡＳ…半導
体層、ＴＦＴ…薄膜トランジスタ、ＳＤ１…ドレイン電
極、ＳＤ２…ソース電極、ＤＬ…ドレイン信号線、ＰＸ
…画素電極、ＰＳＶ…保護膜、ＯＲＩ…配向膜、ＬＣ…
液晶。
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